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VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Fairchild Semiconductor Pte Ltd, 3030 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Aktenzeichen / File ref.

1153200-4880-0712 /216989 / EC22 / SCT

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40026857.

Ausweis-Nr. / ‘Blatt /
Certificate No. Page

40026857 2

letzte Anderung / updated Datum / Date

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40026857.

Optokoppler
Optocoupler

Typ(en) / Type(s)

11 . FOD814 (A)

2] H11A814 (A)

3] FOD815

4] H11B815

5] FOD816

6] FOD817 (A; B; C; D; X)
7] H11A817 (A; B; C; D; X)
8] FOD617 (A; B, C; D; X)
9] H11A617 (A; B; C; D; X)
10] MCT9001

11] MCT6

12] MCT61

13] MCTé62

14] FOD852

Weitere Angaben

Further information

Anlage Nr.: 1_100A; 1_200A; 1_300A; 1_600A
Appendix No.: 1_100A; 1_200A; 1_300A; 1_600A

2015-10-14

2009-03-16

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet EC22
Section EC22

VOE Priif- und Zertifizlerungsinstitut GmbH * Testing and Certification tnstitute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut By R
Zeichengenehmigung 40026857

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Fairchild Semiconductor Pte Ltd, 3030 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1153200-4880-0712 /216989 / EC22 / SCT 2015-10-14 2009-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40026857.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40026857.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fiir die Benutzung sind die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der VDE Prif- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstatten und die oben aufgefiinrten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstatte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmaRige
Herstellung der gepriiften und zertifizierten Ausfilhrung gewahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange giiltig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zu- grunde
gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Priif- und Zertifizierungsordnung
(PM102) zuriickgezogen werden muss.

Der Giltigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gilltigkeit zu
einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dlrfen gemafR der Kommissionsent- scheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschlieBlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the
named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture
shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on,
unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Cerlification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /
or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC
market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.
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File reference: 1153200-4880-0712/216989 Certificate No.: 40025657 Appendix No.: L Page: I3 Date: 2015-10-13
‘Diese Anlage ist Bestandteil des Om:ya.mczumm:mimmmmm. This appendix is part of the certificate.
Optokoppler
Optocoupler
B T = _ _
2 3
c Q
&3 2 o
=3 c 20 |
39 |8 28 |28 | %%
-] S5 o ”O c t.m.w | € m
o 2 < 9 = 3 £ 8 < 3
CES 13 L a2 o & o
N o 8 2 n.v 28 ] .m G = £ 8
o 2 e 8 § £ EXE [ © 3 S8 2
28 Lo e3 N8 mm | @ 2o 5B
S m m ] £ = bln I = | o @ 5 m o
23 Bs (g® (9% |33 |3E |B.| » |EE &3
! b [ = =
gy 28 | £p tex |22 (88 |28| 8 § & mm
> 3 g2 @ © 2 2w EE® 71 IS L9 a s S
E s : £ |33 | 8§88 eg8| 5% |3% &% 5 o 23
=) ~ g | = = - —
55 52 4 g 3 E _|e®_|pp_|3e2|Ff= 28 [EE24  EEE (2%
E= o35 28 %Y E 3 E 8 F X X B | XX [ g2 € 6 o 8 o
® B A Q ) m Y E| &2 E | & S o = | EE = 2 o
£& &R o & 23 EEE 2HE|IGE 225|385 |88 28|35 28¢ |88
1 | FOD814 (A) GaAs IR-LED | Phototransistor 7,62 7 27,0 270 | 890 8000 _ 1_600A | 2 55/115/21 | -55...+115| -55 ... +150
v 1016" | 280" | 280" | 1140" _ _
2 H11A814 (A) GaAs IR-LED Phototransistor 7,62 | 27,0 27,0 | 890 8000 7 1_600A | 2 55/115/21 | -55...+115 | -55 .. +150
106" | 280" | 280" | 1140" | _
3 FOD815 | GaAs IR-LED | Phototransistor | 7,62 [ 27,0 | 27,0 | 890 8000 i 1_600A | 2 55/115/21 | -55...+115| -55..+150
| 10,167 | 280" 280" | 1140" |
4 H11B815 | GaAsIR-LED Phototransistor | 7,62 | 27,0 | 27,0 | 890 | 8000 | 1_600A | 2 55/115/21 | -55..+115| -55.. +150
_ ' 1016" | 280" | 280" | 1140"
5 FOD816 GaAs IR-LED _ Phototransistor 7,62 [ 270 27,0 | 890 | 8000 1_600A | 2 | 55/115/21 | -85...+115| -55... +150
_ _ 106" | 280" | 280" | 1140" _ _ |
6 FOD817 (A,B,C,D,X) | GaAs IR-LED | Phototransistor 7,62 | 27,0 27,0 | 890 8000 | 1_600A | 2 [ 55/115/21 | -65... +115 | -55... +150
| 106" | 280" | 280" | 1140" _

K Nur mit Zusatz ,W* / Only with suffix ,W*
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VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH — EC22
VDE Testing and Certification Institute — EC22
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7 | H11A817 (AB,C.D,X) | GaAs IR-LED | Phototransistor | 7,62 | 27,0 27,0 890 8000 1_600A | 2 55/116/21 | -55...+115 | -55...+150
v 10,16" | 280" 280" | 1140" | _
8 FOD617 (A,B,C,D,X) GaAs IR-LED Phototransistor 762 | 270 27,0 890 8000 1_600A | 2 55/115/21 7 -55...+115 | 55 ... +150
016" | 280" | 280" | 11407 | _
9 H11A617 (A,B,C,D,X) GaAs IR-LED Phototransistor | 7,62 | 27,0 [ 270 | 890 | sooo 1.600A | 2 |55/115/21 | -55..+115| -55..+150
106" | 280" | 280" | 1140" | _ _
10 | MCT9001 | GaAs IR-LED Phototransistor 762 | 270 [ 27,0 | 890 | 8000 1.600A | 2  |55M15/21 | -55...+115| 55..+150 |
_ 1016" | 280" | 280" | 1140" | _ _
1 MCT6 | GaAs IR-LED Phototransistor 7.62 27,0 27,0 890 | 8000 1.600A | 2 |55M15/21 | -55..+115| -55... +150
106" | 280" | 280" | 1140V | _ _ _ _
12 | MCT61 | GaAs IR-LED Phototransistor 762 | 270 27,0 890 | 8000 1.600A | 2 !55/115/21 | -55..+115  -55.. +150 |
10,16"% | 280" | 280" | 1140" | | _ “
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2 3 § § Max. periodische Spitzenisolationsspg.
S ° 8 Max. repetitive peak isolation voltage
- - Uiorm [V peak]
-3 8 | Maximale Impulsisolationsspannung
S S | Maximum transient isolation voltage
Uiomm [V peak]

i~ 1~ | Kriechstromfestigkeit — siehe Anlage

§ § Tracking resistance — see Appendix

> >

N N | Verschmutzungsgrad

Pollution degree

% % Klimaklasse

oy = | Climatic category

NN
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i : | Operating temperature range

X X| Taw [C]
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VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen: Ausweis-Nr.: Anlage Nr.: Seite: Datum:
File reference: 1153200:4880:07:12/210309 Certificate No.: 0020557 Appendix No.: 123008 Page: U Date: 2GPSIS
Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.
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(1 | FODB814 (A) DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1):2011-01  Abschnitt/Clause: 2.10.3; 2.10.4; 5.2 | 250 6800 204 250
2 TH11A814(A) DIN EN 60065 (VDE 0860):2006-12 Abschnitt/Clause:  10.3; 13.3; 13.4 250 6800 20,4 250
3 FODB15 B | 250 6800 204 250
|4 | H11B815 m | 250 6800 20,4 250
5 | FODB16 250 6800 204 250
6 FOD817 (A,B,C,D,X) | 25,0 6800 204 250
|7 | H11AB17 (AB,C,D,X) | 250 6800 204 250
| 8 FOD617 (A,B,C,D,X) 250 6800 204 250
9 H11A617 (A,B,C,D,X) 250 6800 204 250
10 MCT9001 250 6800 | 204 250
|11 | MCT6 - 250 6800 | 204 250
12 | MCT61 250 6800 | 204 250
13 | MCT62 B 250 6800 [ 204 | 250
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH — EC22
VDE VDE Testing and Certification Institute — EC22




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen: Ausweis-Nr.: Anlage Nr.: Seite: Datum:
File reference: 1153200-4880-0712/216989 Certificate No.: 40026857 Appendix No.: 1_300A Page: 2/2 Date: 2015-10-13

Diese Anlage ist Bestanditeil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.
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14 FODB852 DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1):2011-01  Abschnitt/Clause: 2.10.3; 2.10.4; 5.2 [ 250 6800 | 204 250

® DIN EN 60065 (VDE 0860):2006-12 Abschnitt/Clause: 10.3; 13.3; 13.4 | |
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH — EC22 .
VDE VDE Testing and Certification Institute — EC22




